













Crystal Growth of Rarc‐Earth Pentaphosphates.
by




The crystal grolvth conditions and some opticaI Properties for neodymium
pentaPhosphate crystals(NdP5014)have been studied.
The size,shape and quality of crystals are much affected by crystal growth
conditions, The oPtically high quality crystals are obtained fronl PhOSphoric
acid solution ot the weight concentration ratio of 40 : l of H8P04 and
Nd203 at the temperature of about 500。C in saturated water‐vapour pressure.
The crystals obtained are 2～4 mm in size,and O.4～lmm in山■knesS,and
their shapes aFe leXagOnal PlateS・
The absorption coefficient is intensitiVe tO crystal growth,OnditiOns, being
nearly 13.l cm-l at 514.5 nm excitation of Arユaser。「Γh  emiss 4 Peaks are
O.89 μm and l,05 μm with linewidth of adout 10 nm.Theユニfetime is slightly
affected by crystal growth temperature. The lifetime measured are 120 μs and
100 μs respectively, Eor grOwth temperature of 550°C and 500。C.
ァイバの低損失域である 0.35μmか, 1,05μm付近が
適当とされるが,この条件を満足する光 源 として,
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Fig.l The crystal structure of NdP5 014 Crystals.
Fig。2 The perspective view of tetrahedron
chain in NdP5014 Crystals:
(a)b‐axis view (dOWn the b‐ixis)
(b)C・axis view (dOWn the c‐axis)
(C)a,axis view(dOWa the a‐axio


























































































1-1 30: 〕 500 low i～5 0,2hexagonbαd
1-2 40: 1500 iow 1‐4 O.2 Iozenge寧甘晋
1-3 50: 1500 Iow 1‐3 02 iozengeparttyood
1-4 60 : 1500 low 1‐2 0,1 ozen gesomwrlolQOOd
2-1 40: 1450 low ～0・ i
ndefi?te
sh αpe bαd
2-2 40: 1500 tow 1‐4 0,2 iozengepαrtiygood
2-3 40: 〕 550 iow 1‐5 02 lozengepαrttygood
2-4 7 40: 1600 Iow 〕～7 0.2 hexαgonbQd
3-1 3 40: 1500 iow 1‐4 0.2 iozengePartiygoodri g,4(α)
3-2 3 40: 1 500midd ie2～5 卜OleXα90ngoOdrig 4(b
3-3 3 40: 1500 hig h2～10 05～20lexαgongoodrig 4(c
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F二g.4 NdPs014 Crystals obtained under three
grOwing cOnditiOns:
40:1, 500°C,low water_vapour pressure
40:1, 500°c, 4niddle water―vapou  presaure






料へと通し, その透過光を, 光電子増倍管 (R376),
































































and Bo C.Tofield:Appl. Phys. Letters 22
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6 The ctt■ission spectrum of NdP5014
crystals;excitation wavelength i 365mm
(Hg lamp).
3-3 螢光寿命
NdP5014結晶の螢光寿命は,窒素分子レー ザ (337.1
nm)で試料を励起し,その螢光 (1.05μm)を, 分光
器,光電子増倍管へと通し,シンクロスコープに表示さ
せることにより測定した。
その結果,螢光寿命は,濃度比および水蒸気圧による
影響はほとんどみられず,結晶成長温度により変化する
ことがわかった。成長温度が 550。Cの場合の螢光寿命
は,120μsec,500。Cの場合の螢光寿命 は,100μSecで
あった。NdP5014結品の 1・05μmの螢光寿命は,最大
120μsecでぁることが報告されており
3～5), 今回得られ
た結果は,これとよく一致している。成長温度により螢
光寿命が変化する原因としては,低い成長温度下では,
